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１．概要（Summary） 

電子線リソグラフィにて、ポジ型レジストに微小なホール

(ナノホール)を作製した。その直径を評価した結果、およ

そ 11 nm であった。 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム描画装置、FE-SEM（S-4800） 

【実験方法】 

電子線リソグラフィを用いて、ダイヤモンド基板上に塗

布したポジ型レジストに、2 µm ピッチ・格子状にナノホー

ルの規則配列を作製した。条件を以下に示す。 

・レジスト: ZEP 520A 

・レジスト膜厚: ～170 nm 

・電子線加速エネルギー: 75 kV 

・電流量: 50 pA 

・電子線ドース量: 25 µs 

・現像液: ZED-N50 

・現像時間: 3 min 30 sec 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

走査型電子顕微鏡(FE-SEM)を用いてナノホールの

観察を行った。チャージアップを防ぐため、観察前に基板

に白金パラジウムをコートした。ナノホールのSEM像の一

例を Fig. 1 に示す。最小で～11 nm のナノホールを作製

できた。 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 SEM image of the fabricated nanohole. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 


